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はじめに  

高性能紫外発光素子の実現にサファイア上高品質 AlN層の結晶成長は極めて重要である。

これまで、サファイア上 AlNを高温でアニールすることで結晶性が改善されるという報告が

ある。[1]本研究では、アニールして高品質化したサファイア上 AlN 層を下地層として MQW

構造を再成長させ、その光学特性評価により、アニールした AlN下地層の有用性を検討した。 

実験内容  

作製した試料の構造を Fig. 1 に示す。C 面サファイア基板上に有機金属気相成長(MOVPE)

法と RF スパッタリング法により、膜厚 100-200nm の AlN 層を成膜した。その後 AlN 層を

1600-1700℃で 60分間アニールを行った。この AlN層を下地層にし、MOVPE法により 1250℃

で膜厚 1μmの AlN層を成長し、1100℃で 10周期の Al0.45Ga0.55N/AlN MQW を作製した。この

試料の光学的特性を、Nd:YAG レーザ(波長 266nm)を用いて励起強度を変化させながら PL 測

定を行い、Shockley-Read-Hall 生成再結合モデルで非発光再結合定数 Aを求めた。また、X 線

回折測定によって Tilt と Twist を測定し、各試料の転位密度を算出した。 

Fig. 2 に過去に本グループで ELO 法等を用いて低転位化した高品質 AlN 上に作製した

AlGaN MQW の試料および本実験で作製した AlGaN MQW の試料で求めた非発光再結合定数

Aと転位密度の関係を示す。求められた非発光再結合定数 Aは ELO法で作製した高品質 AlN

と同程度の値が得られており、アニールした AlNは紫外発光素子用下地材料として有用であ

ることが確認される。 
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Fig 1 サンプル構造 

Fig 2 転位密度と非発光再結合定数 A 
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